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COMPOSANTS ELECTRONIQUES
DE QUALITE CONTROLEE

Conformément a la spécification générique :
NF C 86-010

uTE € 86-613/029

16 mars 49%9-1Q 8|
Edibren 2

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR :
CONSTRUCTION :

Matériau semiconducteur : SILICIUM
Polarité : PNP

Matériau du boitier : METAL

Sortie reliée au boitier : COLLECTEUR

TRANSISTORS BIPOLAIRES
Numéros de type :

2 N 5415
2 N 5416

DESCRIPTION MECANIQUE

Références d’encombrement
CEl 191-2 B4C C4

Référence nationale : To-39/F59
(TO-39 JEDEC)

APPLICATION ELECTRIQUE
Pulssance : TEMPERATURE DE BOITIER
Fréquence : BASSE FREQUENCE
Utilisation : AMPLIFICATION

NIVEAUX D’ASSURANCE DE QUALITE

FetlL
Marquage : 2 N 5415
2 N 5416
VALEURS LIMITES (Systdme des limites absolues) p
Ces valeurs s’'appliquent sur la plage des températures de fonctionnement § ot (W)
sauf indication contraire.
10
Températures et puissances
. . . min — 55°C
4.1. — Températures de boitier de fonctionnement: ... T, max  + 150°C
min — 65°C
42 — :
Températures de stockage : ................... Toyg max  + 200 °C
4.8.2. — Température virtuelle de jonction: ........... Tiy max  200°C
—— . 1
4.8.1. — Dissipation totale de puissance : a Tease = 25°C Pt max n0ow
a Tamb = 50°C P‘O‘ max 1w )
TENSIONS ET COURANTS
2N 5415 2N 5416
4.3. — Tension collecteur-base : ...................... Veeso max -200V max -350V
4.4. — Tension collecteur-émetteur: . ................. Veeo max —200V max —300V
4.4, — Tension collecteur-émetteur (R = 50%2) ...... Veer max -350V
4.5. — Tension inverse émetteur-base: ............... Veso max — 4V max — 6V
46. — Courantdecollecteur: .................c.oote lg max — 1A max — 1A
47. — Courantdebase:..............ooiiiiii, s max — 0,5A max - 05V

Se reporter au Recuell des Composants sous assurance de qualité (QPL) pour connaitre la liste des composants

répondant a la présente spécification particuliére.
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~ CARACTERISTIQUES

Les paramétres repérés avec un signe + sont vérifiés dans les conditions d'essai définies

dans les groupes A et C.

CONDITIONS LIMITES
P E a = o,
ARAM TRE, SYMBOLE a Tcase 25 C TYPE
sauf indication contraire min | max |Unité
Rapport de transfert(5.1){+ | % "YiE I~ - 50 ma 2 N 5415 30 {150
direct du courant en va- v, =-10vV 2 N 5416| 30 | 120
. CE
leur statique.
Rapport de transfert di- h I, =-5mA Vv _ =-10V 25
- ] 2le [ CE
rect du courant en émet-
) . f = 1 kHz
teur commun et en petits
signaux.
Tension de satura- (5.6) |+ | % 7 I =-50mA 2 N 5415 2,5 v
. CE sat C
tion ) IB = - 5 mA 2 N 5416 2,01 v
Collecteur-émetteur
Tension (5.7 [+ | * VBE IC = - 50 mA 1,51 v
Base-émetteur VCE =-10vV
Fréquence de transi-(5.3) |+ f I =-100mAa Vv =-10vVv 15 MHz
tion T ¢ CE
f =5 MHz
Courant résiduel (5.4) |+ ICBO (n VCB - 175 v IE =0 2 N 5415 =50} uAa
Collecteur-base . VCB - 280 v IE =0 2 N 5416 -50] ua
A haute température (5.5) [+ | I.g, (5 Vop=-150 V. I_=0T___ = 150 °C|2 N 5415 -10| ma
vV =-250v 1 =0T = 150 °C|2 N 5416 ~-10| mA
CB E case
Courant résiduel (5.4) ICEO VCE = - 150 Vv IB =0 2 N 5415 =-50] ua
Collecteur-€émetteur VCE = - 250 Vv IB =0 2 N 5416 =50 pAa
Courant résiduel (5.4) ICEX VCE - 200 v VBE =1,5V 2 N 5415 -50| uAa
Collecteur-émetteur VCE =~ 300V VBE =1,5V 2 N 5416 -50| uA
Courant résiduel + IEBO VEB = -4V IC =0 2 N 5415 -20| ua
Emetteur-base VEB = -6V Ic =0 2 N 5416 -20| pA
ryry - - = F
Capacité de sortie +v C22b VCB 10 v IE 15| pl
f =1 MHz
1] = e =
Capacité d'entrée C11b VEB 5v IC 0 75| pF
f =1 MHz
= oA = = = — H
Zartiedfeetizede 1'impé R, (hie) VCE 10V IC 5 mA 300 2
ance en £ = 1 MHZ
: = - = N 5415|-200
il B B R L &
. L = 25 mH (note) 2 N 5416|-500
(voir note)
Courant de second cla- IS/B VCE = -~ 100 Vv -100_ mA
quage tP =0,4
Résistance thermique (5.8) R , 17,9 °C/wW
Jonction-boitier th(j-case)
Résistance thermique R . 150 PC/w
Jonction ambiante th(j-amb)
* Impulsions : tp = 300 s § & 2%
Note. - Les tensions de claquage Collecteur-émetteur VCE sus et VCER ne doivent pas étre

mesurées au traceur de courbe.
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